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В настоящее время как теоретически, так и экспериментально активно исследуются тонкие пленки и многослойные структуры, в которых реализуются физические эффекты, важные как для фундаментальных исследований, так и для широкого круга практических приложений. Тонкие пленки, многослойные структуры, материалы, в которых одновременно сосуществуют несколько типов упорядочения, играют важную роль в развитии нанотехнологий, создании современных устройств спинтроники, сенсорных устройств, энергонезависимой памяти и т.д. 
Целью данной работы было получение и исследование тонкослойных гетероструктур SrTiO3/Si (001) (STO/Si) и 0,5BiFeO3–0,5PbFe0,5Nb0,5O3/SrTiO3/Si (001) (BFO-PFN/STO/Si) методом высоко частотного катодного распыления.
Структурное совершенство пленок, параметры элементарной ячейки в направлении, перпендикулярном плоскости подложки, а также ориентационные соотношения между пленкой и подложкой были установлены методом рентгеновской дифракции θ/2θ методом на дифрактометре ДРОН-4-07 (CuKα-излучение).
Проведены спектральные исследования методом эллипсометрии для определения оптических параметров тонкопленочных структур. Измерения проводились на спектральном эллипсометре «ЭЛЛИПС-1991». ЭЛЛИПС-1991 основан на статической измерительной схеме. Установка позволяет проводить исследования в спектральном диапазоне 350–1000 нм. Спектральная зависимость эллипсометрических параметров ψ и Δ регистрировалась с шагом 2 нм при фиксированном угле падения света 65°. Встроенная программа «Spectroscan» использовалась для расчета показателя преломления n и коэффициента экстинкции k.

Таким образом, получены поликристаллические пленки с текстурой в направлении 001 ВЧ-катодным напылением в атмосфере кислорода керамических мишеней состава 0,5BiFeO3–0,5PbFe0,5Nb0,5O3 на подложки монокристаллического кремния p-типа. Рентгенофазовые исследования подтвердили образование однофазных пленок. Параметры элементарной ячейки, рассчитанные для пленок в тетрагональном приближении, составили с = 4,005±0,001 Å; а = 3,995±0,001 Å. Посторонних фаз в виде простых оксидов, в том числе оксидов кремния, методом рентгеновской дифрактометрии в исследуемых образцах не обнаружено. Толщина слоев STO составила ~ 60 нм. Пленки STO демонстрируют ориентацию с хорошей кристаллизацией и могут использоваться в качестве буферных слоев для получения пленок BFO-PFN. Для описания дисперсионных зависимостей n и k использовалась модель STO на подложке Si с введенным переходным слоем на границах кремния и слоя STO – оксида кремния SiO2, тогда измеренные спектры максимально совпадали с расчетными. Пленки STO/SiO2/Si имеют более высокий показатель преломления, чем материалы обычных планарных оптических волноводов, что выгодно для миниатюризации планарных устройств.
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